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В последние годы, в связи с возросшим интересом к экспериментальным исследованиям в области радиационных потерь в плазме, все больше внимания уделяется задачам диагностики плазмы на основе измерения интенсивностей переходов между возбужденными состояниями различных ионов в плазме. Путем сравнения экспериментальных данных с результатами теоретического анализа поведения спектральных линий, можно делать выводы о характеристиках плазмы, представляющих интерес для диагностики.

Особый интерес вызывает задача измерения спектральных линий и определения вклада  различных процессов, протекающих в плазме, в населенности возбужденных уровней нейтрального гелия. Это обусловлено тем фактом, что спектральные линии нейтрального гелия разделены на две серии: триплетную и синглетную. Спектральные линии, отвечающие радиационным переходам с ридберговского уровня с главным квантовым числом n в состояние с n=2 для триплетов (1s2s 3S) и для синглетов (1s2s 1S), хорошо разделены по частоте, в связи с большой разницей в энергии между состояниями 1s2s 3S и 1s2s 1S (0.8 эВ). 

Триплетная и синглетная серии имеют различные каналы заселения, что позволяет произвести теоретическую оценку величины плотности свободных электронов в плазме, на основе сравнения экспериментальных данных по интенсивностям линий этих серий.

Для расчета населенностей возбужденных уровней и интенсивностей переходов в нейтральном гелии применялся универсальный подход, основанный на самосогласованной сшивке решений для верхнего, водородоподобного блока уровней, рассчитанного с помощью аналитической функции Грина, с решением системы кинетических уравнений для населенностей нижнего, “индивидуального” блока уровней.

Были проведены расчеты интенсивностей для различных параметров плазмы. Анализ полученных данных показал, что отношение интенсивностей синглетных и триплетных переходов зависит от плотности электронов.

